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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月6日(2008.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体上に形成された発光層を備えた発光素子であって、
　該発光層は、第１材料層、量子井戸層、及び、第２材料層が積層された構造を有し、
　第１材料層及び第２材料層の少なくとも一方の層には、希土類原子が含まれていること
を特徴とする発光素子。
【請求項２】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から、フェルスター機構によるエネルギー遷移が起こる範囲内に位置す
ることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から１×１０-8ｍの範囲内に位置することを特徴とする請求項２に記載
の発光素子。
【請求項４】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
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量子井戸層の界面から、デクスター機構によるエネルギー遷移が起こる範囲内に位置する
ことを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項５】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から１×１０-9ｍの範囲内に位置することを特徴とする請求項４に記載
の発光素子。
【請求項６】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から、フォトンを介したエネルギー遷移が起こる範囲内に位置すること
を特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項７】
　発光素子はエレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項１に記載の発
光素子。
【請求項８】
　発光素子は電流注入型エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項７
に記載の発光素子。
【請求項９】
　発光素子は真性エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項７に記載
の発光素子。
【請求項１０】
　発光素子は光励起型発光素子であることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項１１】
　発光素子は電子線励起型発光素子であることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項１２】
　量子井戸層は、シリコン、ゲルマニウム、若しくは、シリコン－ゲルマニウムから成る
ことを特徴とする請求項１に記載の発光素子。
【請求項１３】
　量子井戸層は、シリコン系酸化物から成ることを特徴とする請求項１に記載の発光素子
。
【請求項１４】
　希土類原子が含まれている層はシリコンを主成分とすることを特徴とする請求項１に記
載の発光素子。
【請求項１５】
　希土類原子が含まれている層はシリコン系酸化物から成ることを特徴とする請求項１４
に記載の発光素子。
【請求項１６】
　希土類原子は、ユーロビウム（Ｅｕ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、エルビウム（Ｅｒ）
、テルビウム（Ｔｂ）、セリウム（Ｃｅ）、及び、ツリウム（Ｔｍ）から成る群から選択
された少なくとも１種類の希土類原子であることを特徴とする請求項１に記載の発光素子
。
【請求項１７】
　基体上に、第１材料層、量子井戸層、及び、第２材料層が積層された構造を有し、第１
材料層及び第２材料層の少なくとも一方の層に希土類原子が含まれた発光層を形成する発
光素子の製造方法であって、
　第１材料層及び第２材料層の少なくとも一方の層にイオン注入を施すことで希土類原子
を含ませることを特徴とする発光素子の製造方法。
【請求項１８】
　基体上に、シリコンを主成分とする第１材料層を形成した後、
　第１材料層にイオン注入を施すことで希土類原子を含ませ、次いで、
　第１材料層上に量子井戸層を形成した後、
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　量子井戸層上に、シリコンを主成分とする第２材料層を形成し、その後、
　第２材料層にイオン注入を施すことで希土類原子を含ませる、
ことを特徴とする請求項１７に記載の発光素子の製造方法。
【請求項１９】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークが、該層と
量子井戸層の界面から、フェルスター機構によるエネルギー遷移が起こる範囲内に位置す
るように、イオン注入を施すことを特徴とする請求項１７に記載の発光素子の製造方法。
【請求項２０】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から１×１０-8ｍの範囲内に位置することを特徴とする請求項１９に記
載の発光素子の製造方法。
【請求項２１】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークが、該層と
量子井戸層の界面から、デクスター機構によるエネルギー遷移が起こる範囲内に位置する
ように、イオン注入を施すことを特徴とする請求項１７に記載の発光素子の製造方法。
【請求項２２】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から１×１０-9ｍの範囲内に位置することを特徴とする請求項２１に記
載の発光素子の製造方法。
【請求項２３】
　希土類原子が含まれている層において、厚さ方向の希土類原子の濃度ピークは、該層と
量子井戸層の界面から、フォトンを介したエネルギー遷移が起こる範囲内に位置するよう
に、イオン注入を施すことを特徴とする請求項１７に記載の発光素子の製造方法。
【請求項２４】
　基体上に形成された発光層を備えた発光素子を、複数、備えた発光装置であって、
　各発光素子を構成する発光層は、第１材料層、量子井戸層、及び、第２材料層が積層さ
れた構造を有し、
　第１材料層及び第２材料層の少なくとも一方の層には、希土類原子が含まれていること
を特徴とする発光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】
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